Научный сотрудник на Базовую кафедру квантовых технологий Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН (Программа российских постдоков) 
от 110 000 рублей до вычета НДФЛ 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Москва

Требуемый опыт работы: не менее 3-х лет
Полная занятость, полный день
Срок работы: 1 год с возможностью продления на второй

Мы, Высшая школа экономики – один из крупнейших университетов России, ведущий центр образования, научных исследований и разработок. Сегодня в Вышке учится более 45 000 студентов и аспирантов, работает более 7000 преподавателей, ученых и административных сотрудников.

В настоящее время у нас открыт конкурс Программы привлечения российских постдоков. В рамках конкурса открыта вакансия постдока (научного сотрудника) на Базовую кафедру квантовых технологий Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН. 

Название проекта: Изучение механизма эпитаксии кремния на галогенированную поверхность Si(100) методами компьютерного моделирования.

Цель проекта: постдок будет участвовать в исследовательской деятельности подразделения, направленной на внедрение примесей в кремний с атомной точностью. Создание атомарно-точного легирования является актуальной задачей для развития квантовых технологий на примесных атомах в кремнии, которую решают ведущие исследовательские центры в мире. Одним из критически важных процессов для решения данной задачи является эпитаксия кремния на поверхность Si(100) с расположенными сквозь маску примесями. Цель проекта – изучение процесса эпитаксии кремния на галогенированной поверхности Si(100) и поиск параметров, при которых растет кристаллический кремний при минимальной диффузии примесей. Понимание механизма роста кремния позволит оптимизировать дизайн последующего эксперимента для внедрения примесей с атомной точностью. Дополнительной целью проекта является приобретение опыта моделирования новыми методами сотрудниками подразделения.

Задачи в рамках проекта:
· Моделирование эпитаксии из первых принципов начальной стадии: одного и нескольких атомов Si на поверхности Si(100)-2x1-Cl (-Br);
· Моделирование эпитаксии методами молекулярной динамики и Монте-Карло с целью поиска оптимальной температуры для формирования кристаллического кремния и минимальной диффузии примесей;
· Моделирование десорбции кремния с поверхности Si(100)-2x1-Cl (-Br);
· Подготовка публикации по результатам моделирования и анализа данных.

Что мы ждем от успешных кандидатов на данную должность:
· Российское гражданство;
· Ученая степень (Ученая степень кандидата наук, успешная защита кандидатской диссертации, степень PhD);
· Значительный опыт (более 5 лет) выполнения расчетов методами молекулярной динамики и Монте-Карло и анализа полученных результатов;
· Навыки моделирования в свободно распространяемых программах. Либо, если моделирование будет проводиться постдоком в платной программе, необходимо иметь лицензию на 2022–2023 гг.;
· Наличие не менее двух публикаций в журналах WOS с 2020 года и позднее, содержащих результаты моделирования;
· Опыт подготовки текстов статей в международные журналы (на английском языке).

Что мы предлагаем:
· Устройство на работу на часть ставки в ИОФ РАН по срочному трудовому договору;
· Работа в коллективе отдела Технологий и измерений атомного масштаба ИОФРАН, в котором проводятся эксперименты по теме проекта;
· Участие в грантах по проектам подразделения;
· Доступ к вычислительным ресурсам Межведомственного суперкомпьютерного центра РАН. Лицензия на программу моделирования VASP 6;
· Доступ к информационным ресурсам, базам данных и электронным подпискам НИУ ВШЭ и ИОФ РАН;
· В случае успешного окончания проекта возможность подачи на продление позиции на год и продолжение совместной работы с коллективом ИОФ РАН, в том числе участие в совместных грантах.
